Mikroelektronika 1. ZH 2012

Kiskérdések (10*2 pont)

· Teljes áramsűrűség kifejezése elektronokra (diffúziós és drift is)

· N típusú Si (ni=1010/cm3 | T=300K) donor adaléka Nd=1018/cm3. Mekkora a lyukak egyensúlyi koncentrációja szobahőmérsékleten? Elektronok egyensúlyi koncentrációja hogyan változik, ha nő a hőmérséklet 50 °C-al?

· PN átmenet esetén a gyengébben vagy erősebben adalékolt oldalán keskenyebb a kiürítési réteg?

· Mekkora egy dióda diff. Ellenállása Id= 1mA, 10mA, 100mA munkapontokban, ha a soros ellenállás 1,5 Ohm, a dióda nyitófeszültsége pedig 0,7 V?

· PN átmenet milyen letörési jelenségeit ismeri?

· 1000-es tér fogalma?

· Modern félvezető technológiában litográfiában milyen fénnyel exponálnak? Miért?

· Hol van a MOS FET eszközöknél a disszipáció helye? Miért?

· Rajzolja fel a modern tokozott processzor keresztmetszeti képét. Jelölje meg a fő 1D hővezetési utat.

· Milyen termikus és technológiai szempontokra ügyelne egy műveleti erősítő fizikai elrendezésének kialakítása során? (min 4 szempont)

Feladat: (max 6 pont) 632 nm-en sugárzó LED eszköz sávszélessége és nyitófeszültsége a kérdés. 
(h és c meg volt adva)

Tétel: (max 6 pont) Mutassa be és részletesen ismertesse a valódi dióda kapacitásait (melyek ezek, milyen tartományban jellemzőek, értékük nagyságrendje és ez mitől függ, hol játszanak szerepet, stb..)

